
 

 

 

 

 

 

 

図1．マイクロ波整流用GaNショットキーダイオード 

 

 

 

 

 

 

 

図2． AlGaN/GaNヘテロ構造トランジスタ（HFET） 

 

 

 

 

 

 

 

図３．微細ゲートAlGaN/GaN HFET 

 

 

 

内容： 

 二十世紀末にはシリコントランジスタの微細化で、パソコン
など情報処理は飛躍的に進展してきた。その指導原理はス
ケーリング則であった。素子の寸法を小さくすれば、高速、低
消費電力、高集積、低価格が同時に実現できる。マイクロエ
レクトロニクスの恩恵を、通信、家電、照明、パワーエレクトロ
ニクスなどの分野に展開するには、高電圧、高出力も必要と
なる。微細化と同時に高電圧を維持するには、シリコンの特
性では不十分で、ワイドバンドギャップ半導体が必要となる。
その最有力候補が窒化ガリウム(GaN)である。窒化ガリウム
を用いた青色発光ダイオードは既に実用化され、新たな照明
デバイスとなる白色光源の開発もすすめている。本研究室で
は、その同じ材料のGaNで、マイクロ波通信やパワーエレクト
ロニクスなどの応用を目指したトランジスタ、ダイオード、化
学センサ、集積回路などの研究を行っている。具体的に、最
近ではマイクロ波整流用GaNショットキーダイオード（図１）、
電子ビーム露光を用いた高周波AlGaN/GaN HFET（図２，３）、
パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 用 Ｅ モ ー ド GaN MOSFET 、
AlGaN/GaNヘテロ構造を用いた化学センサの研究を進めて
いる。 
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